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Resumen:  
El silicio hiperdopado es un material que está generando gran interés debido a su 
potencial para incrementar drásticamente la detectividad en la región cercana del 
infrarrojo, recolectando los fotones de la región infrarroja que tradicionalmente están 
desaprovechados en el silicio.  
 
En este trabajo se plantea estudiar los materiales dopados y texturizados  basados en 
silicio hiperdopado con centros profundos.   
 
Para ello el alumno se integrará en una línea de investigación dentro del Grupo de 
Láminas Delgadas y Microelectrónica que busca incrementar la eficiencia en detectores 
de infrarrojo basados en silicio. 
 
Objetivo general 
 
Fabricación y caracterización opto-electrónica de muestras donde la capa de silicio ha 
sido texturizada e hiperdopada con centros profundos. 
 
Objetivos específicos 
Medida de la fotorrespuesta infrarroja del material y determinación de los mecanismos 
de conducción que pueden limitar la conducción. 
 
Metodología:  
- Fabricación del fmaterial. Las tecnologías disponibles son, reactive ion etching (RIE), 
la litografía óptica, la implantación iónica, los recocidos térmicos rápidos, recocidos 
térmicos con láseres ultrarrápidos, evaporadores por haz de electrones y evaporador 
por efecto Joule. Para los procesos microelectrónicos que lo requieran, se trabajará en 
un entorno de sala limpia, donde se tiene un control del tamaño de las partículas del 
ambiente, la humedad y la iluminación.  
Caracterización estructural del silicio sobresaturado: Se realizarán medidas de 
espectroscopia Raman para determinar la cristalinidad después del proceso de 
implantación iónica. 
 
-Caracterización óptica del silicio sobresaturado: Se realizarán medidas de la 
transmitancia y la reflectancia para determinar la absorptancia de la capa supersaturada. 



 
-Caracterización eléctricas (medidas de corriente en función de la tensión y/o la 
temperatura) y optoelectrónicas (medida de la fotorrespuesta del fotodetector).  
 
Para los procesos microelectrónicos que lo requieran, se trabajará en un entorno de sala 
limpia, donde se tiene un control del tamaño de las partículas del ambiente, la humedad 
y la iluminación.  
 
 
Conocimientos previos recomendados: 

 
Los conocimientos previos recomendados son los que corresponderían a la asignatura 
de Electrónica Física de la UCM: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/18-2021-06-30-ElectrFis.pdf 
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